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1. Base du rapport 

1. En ce qui concerne les elements de la demande internationale (les feuilles de remplacement qui ont ete 
remises a I'office recepteur en reponse a una invitation faite conformement a I'article 14 sont considerees, dans 
le present rapport , comme "initialement deposees" at ne sont pas jointes en annexe au rapport puisqu'eiles ne 
contiennent pas de modifications (regies 70. 16 et 70. 1 7)) : 

Description, Pages 

1-14 telles qu'initialement deposees 
Revendications, No. 

1-6 telles qu'initialement deposees 
Dessins, Feuilles 

1/2, 2/2 telles qu'initialement deposees 

2. En ce qui concerne la langue, tous les elements indiques ci-dessus etaient a la disposition de {'administration 
ou lui ont et^ remis dans la langue dans laquelle la demande internationale a eX6 d§posee, sauf indication 
contraire donnee sous ce point. 

Ces elements etaient k la disposition de I'administration ou lui ont ete remis dans la langue suivante: ,qui est: 

□ la langue d'une traduction remise aux fins de la recherche internationale (selon ta regie 23.1(b)). 

□ la langue de publication de la demande internationale (selon la regie 48.3(b)). 

□ la langue de la traduction remise aux fins de I'examen preliminaire internationale (selon la regie 55.2 ou 
55.3). 

3. En ce qui concerne les sequences de nucleotides ou d'acide aminesdivulguees dans la demande 
internationale (le cas echeant), I'examen preliminaire internationale a 6te effectue sur la base du listage des 
sequences : 

□ contenu dans la demande internationale, sous forme ecrite. 

□ depose avec la demande internationale, sous forme dechiffrable par ordinateur. 

□ remis ulterieurement a {'administration, sous forme ecrite. 

□ remis ulterieurement a I'administration, sous forme dechiffrable par ordinateur. 

□ La declaration, selon laquelle le listage des sequences par ecrit et fourni ulterieurement ne va pas au-dela 
de la divulgation faite dans la demande telle que d§posee, a ete fournie. 

□ La declaration, selon laquelle les informations enregistrees sous dechiffrable par ordinateur sont identiques 
a celles du listages des sequences Presente par ecrIt, a ete fournie. 

4. Les modifications ont entraine I'annulation : 

□ de la description, pages : 

□ des revendications, nos : 

□ des dessins, feuilles : 
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5. □ Le present rapport a ete formule abstraction faite (de certaines) des modifications, qui ont ete considerees 

comme allant au-del^ de I'expose de invention tel qu'il a ete depose, comnne il est indique ci-apres (regie 
70.2(c)) : 

(Touts feuHle de remplacement comportant des modifications de cette nature doit etre indiquee au point 1 
et annexee au present rapport.) 

6. Observations complementaires, le cas echeant : 



V. Declaration motivee selon rarticle 35(2) quant a la nouveaute, Tactivite inventive et la posslbilite 
d'application industrielie; citations et expiications a i'appui de cette declaration 

1. Declaration 



Nouveaute 


Oui: 


Revendications 


1-5 




Non: 


Revendications 


6 


Activite inventive 


Oui: 


Revendications 


none 




Non: 


Revendications 


1-6 


Possibilite d'application industrielie 


Oui: 


Revendications 


1-6 




Non: 


Revendications 


none 



2. Citations et explications 
voir feuille separee 



I 



Formulaire PCT/1 PEA/ 409 Ganvier 2004) 



RAPPORT D'EXAMEN Demande internationale PCT/FR 03/50044 
PRELIMINAIRE INTERNATIONAL - FEUILLE SEPAREE 



Concernant le point V 

Declaration motivee quant a la nouveaute, Tactivite inventive et la possibiiite 
d'application industrlelle; citations et explications a I'appui de cette declaration 

1 . II est fait reference aux documents suivants: 

D1 : VINOD K N ET AL: "FABRICATION OF LOW DEFECT DENSITY 3C-SIC ON SI02 
STRUCTURES USING WAFER BONDING TECHNIQUES" JOURNAL OF 
ELECTRONIC MATERIALS, WARRENDALE, PA, US, vol. 27, no. 3, mars 1998 
(1998-03), pages L17-L20, XP009003060 
D2: US-B-6 328 796 (HOBART KARL D ET AL) 11 decembre 2001 (2001-12-11) 
D3 : US-A-5 880 491 (NAMAVAR FEREYDOON ET AL) 9 mars 1999 (1999-03-09) 

2. La demande ne remplit pas les conditions enoncees a I'article 6 PCT, les revendications 
1 , 5 et 6 n'etant pas claires. 

2.1 . La revendication 1 refere a repitaxie de polytype 6H ou 4H sur une couche de 
polytype 6H ou 4H respectivement, si le support est en Si, cette epitaxie etant realisee a 
partir de 1350 °C. Cependant la description donne I'impression que cette temperature est 
insuffisante pour deposer de teis polytypes (cf. p. 4, lignes 19-21). Ce defaut de 
concordance entre la revendication et la description laisse planer un doute sur I'objet pour 
lequel une protection est demandee. La revendication n'est done pas claire (A. 6 PCT) 
et/ou Tapplication n'est pas suffisamment decrite. 

2.2. La revendication 5 se refere a la revendication 1 non claire et est par consequent elle- 
meme non claire. 

2.3. La revendication independante 6 n'est pas claire dans la mesure ou un produit (un 
dispositif semiconducteur) est defini comme etant realise sur un substrat composite du 
type SiCOl, le substrat SiCOl en question etant defini par reference a un procede et non 
pas par des caracteristiques techniques qui lui sont propres, le procede etant lui-meme 
defini de fagon non claire. 



Formulaire PCT/Feuille s6par6e/409 (feuille 1) (OEB-avril 1997) 



RAPPORT D'EXAMEN Demande internatlonale n** PCT/FR 03/50044 
PRELIMINAIRE INTERNATIONAL - FEUILLE SEPAREE 



3. La suite de la communication a ete redigee pour autant que les revendications 1 , 5 et 6 
puissent etre comprises. 

Revendications 1-5 

3.1 . La presente demande ne remplit pas les conditions enoncees dans Tarticle 33(1) PCT, 
I'objet de la revendication 1 n'impliquant pas une activite inventive telle que definie par 
I'article 33(3) PCT. 

3.1 .1 . Le document D1 , qui est considere comme etant I'etat de la technique le plus 
proche de I'objet de la revendication 1 , decrit (p. L18-L19) un procede de fabrication d'un 
substrat composite du type SiCOl comprenant les etapes suivantes : 

- fourniture d'un substrat initial comprenant un support en Si supportant une couche de 
SiOg sur laquelle est reportee une couche mince de 3C-SiC, 

- epitaxie de 3C-SiC sur la couche mince de SiC, I'epitaxie etant realisee a une 
temperature proche du point de fusion du Si (141 0°C). 

Par consequent, Tobjet de la revendication 1 differe de ce procede connu en ce que : 
I'epitaxie de 3C-SiC est realisee a partir de 1350°C. 

Ayant connaissance du procede de fabrication decrit par D1 , la personne du metier 
envisagerait a I'evidence une epitaxie a une temperature comprise entre 1380 et MOS^'C, 
D1 soulignant Timportance d'etre proche de la temperature de fusion du silicium. 

3.1.2. Ayant connaissance du procede de fabrication decrit par D1, la personne du metier 
envisagerait de remplacer le support en Si par du SiC, cette modification entrant dans le 
cadre de la pratique courante pour la personne du metier et les avantages qui en resultent 
etant aisement previsibles ; cette modification serait d'autant plus realisee que D2 decrit 
un procede de fabrication d'un substrat composite 3C-SiC/Si02/SiC comprenant un 
transfert apres collage d'une couche mince de 3C-SiC et I'epitaxie de 3C-SiC sur cette 
couche. 

3.1 .3. Ayant connaissance du procede de fabrication decrit par D1 , la personne du metier 
envisagerait a I'evidence, si le support etait en Si, I'epitaxie d'un polytype 6H ou 4H dans 
les memes conditions de temperature que pour le polytype 3C (1380-1405''C, cf 3.1.1). 
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3.2. L'objet defini par les revendications dependantes 2-5 ne satisfait pas aux exigences 
du PCT en ce qui concerne I'activite inventive (A. 33(3) PCT). 

3.2.1 . revendications 2-3 

D1 decrit avant I'etape d'epitaxie, une etape de preparation consistant a soumettre la 
surface de la couclie mince de 3C-SiC a un polissage, une gravure et une attaque a 
I'hydrogene. 

3.2.2. revendication 4 

La personne du metier deposerait si necessaire par epitaxie plusieurs couches de 3C-SiC 
; ceci equivaudrait seulement a repeter le precede de depot tel que decrit par D1. 

3.2.3. revendication 5 

- L'utilisation d'un substrat composite du type SiCOl a la realisation de dispositifs 
semiconducteurs est connue de D1 (cf . conclusion), le substrat composite etant obtenu 
par un precede comprenant la foumiture d'un substrat Si supportant une couche de SiOg 
sur laquelle est reportee une couche de 3C-SiC et I'epitaxie de 3C-SiC. 

- La personne du metier considererait aussi naturellement {'utilisation d'un substrat 3C- 
SiCOl, le support etant SiC ou d'un substrat 6H, 4H-SiCOI, le support etant Si. 

Revendication 6 

3.3. L'objet de la revendication 6 n'est pas conforme au critere de nouveaute defini par 
Tarticle 33(2) PCT. Des dispositifs semiconducteurs realises sur un substrat composite du 
type SiCOl sont connus de: 

- D1 , D3 (SiC de polytype 3C et Si comme support) ; 

- D2 (SiC de polytype 3C et SiC comme support, cf. col. 9, iigne 13 -col. 10, ligne 32). 

3.4. L'objet de la revendication 6 n'implique pas une activite inventive telle que definie par 
Tarticle 33(3) PCT, La personne du metier remplacerait dans les dispositifs 
semiconducteurs connus de D1 , D2 ou D3, le polytype 3C par un autre polytype (4H ou 
6H) sans qu'une activite inventive soit impliquee. 



4. Les revendications 1-6 satisfont aux exigences de I'article 33(4) PCT. 
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